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Ho/o nyin 1

El invento se refiere a dispositivos de trans=— |

ferencia de carga, para utilizacidn particularmente, pero

no exclusivamente, como Liltros, convertidores de analdgi

co a digital o convertidores de digital en analbgico.

Bs conocido por la publicacidn "Digest of Tech=|

nical Papers of the Technology and Applications of Charge

Coupled Devices", University of Bdinburgh, Septicmbré-de | ,

1976, pigina 308, figura 7, un dispositivo dé transfexen- -

N
e g

cia de carga que comprende una capa semiconductora’de un
primer tipo de conductividad, medios de inseripeién para
permnitir la introduccidén local dentro de la capa semicbnw
ductors de informacién en la forma de paguetes de carga,
mediog de lectura pars permitir que dich;.iﬁfdfmécién seg
1eida en obtra posicidn en la capa, y electrodog de coﬁtfo
al menos sobre una de las carés de la capa para permitir
la generacidn capacitiva de campos eldctricos en la capa
semiconductora con le ayuda de sefiales de sincronismo de
fases miltiples, por medio de cuyos campos los paguetes
de carga pueden ser transferidos a los medios de lectura
a lo largo de un canal en la capa en unag direccidn para-
lelz a la_ﬁisma. ‘

En este dlspositivo de transferencia de carga
conocido los medios de inscripeilén estdn constituides por
dos zonas de difusién de entrada, tres electrodos de conw-
trol y una gzona de difusidn de aislamiento. La zona de 4l

fusidn de aislamiento estd dispuesta en la diréccién de

transferencia de los paquetes de carga y divide el canal

de carga en la entrade del dispositivo de transferentia

~de carga en dos secciones. Cada seccidn de transferencia

incluye una zona de difusién de entrada. Eslas dos zonas




P-

10

20

25

- 30
13118

Hojn ntm. 2

de difusién estdn conectadas en comun a una fuente de tenp
gién de referencia. Sobre cads une de las dos secciones
de_transferencia estd dispuesto un primer electrodo de

control. Se aplican diferentes gefiales de sincronismo a

los dos primeros electrodos de control. Subsiguientemente)

H

es dispuesto un segundo electrodo comin sobre las dos aee

cion;s de transferencia, al cual se gplica la sefial Ge cn,
trada a tratar. Subsiguientemente, despuds de los mexeio—f ©
ﬁados medios de inscripcidn, son dispuestos un tercero y
un cuarto electrodos de control en posicidn mutua adya-
cente por encima de la primera seccidn de transferenciza,
mientras que es dispuesto por encima delwotrp canal un

quinto electrodo de control en pogicidn opuesta a estos
dos electrodos de control. Bl drea de superficie de este

quinto electrodo de control es sugtancialmente igual a 1g

sumg de las dreas de superficie del tercero y cusrto elec
trodos de control., Despudés de los electrodos de control

Wltimamente mencionados, finaliza la zona de difusidn do
aislamiento y el cenal deo tranmferéncia yé no egtd divie-

dido en dos geccioneas. Por oncima dol canal adicional oo

*

tdn dispucotos eleotrodos de control, lon cualcs ootdn

{

divididos o no divididos, congtituyendo ol primer electro

do de control el electrodo de suma, -
El hecho de que sobre la primera seccién de ca-f

nal estén dispuestos un tercero y un cuarto electrodos

de control, mientras que sobrs la otra aeccidn'de canal

corréépondiente estd dispuesto solamente un electrodo de

control, da lugar a que la séﬁal sea transferida en dos

pasos en la primerg seccidén de canal, mientras ‘que la gse-

flal es transportada en un solo paso en la otra seceidn de
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rio que los instantes de muestreo en la entrada de las Go§

“tre Si 1809— .

_t4 retardada con relacién a la otra. Bl circuito funciona|

| en realidad como filtro directo, como se representa,'pdr

~ paso mas. Si se requiere un filtro de entrads escarpada,

. el canal de transferencia es dividido en varios subcanaled

Hofn wwtm, 3

canal. Bsto significa gue la sefial en la primera’seqcidn
de cznal es retardeda con reiacién a la sefial en la otra
seccién de canal. Despuds del mencionado electrodo de con-
trol, la zona de difusibn de eislamiento termina y del
mismo modo termina la divisidn de canal, Por debajo del h
electrodo de suma son sumsdas entre si las sefiales proce~r
dentes de las dos secciones de canal. Fara una corrccta

transferencia de carge hasta la zona situada bajo el elec

trodo de suma es necesario gque la fase de sincronismo de
lag seflales dc sincronismo que se splican a log eleciro.-
dos de control gue preceden al electrodo sumador en lus

dos secclones de canal sean idénticas. Como el mimerc Ge

13

pasos de la transferencia de carga para el electrodo sume

dor en las dos secciones de canal es diferente, es necesa:

secciones de canal sean seleccionados en forma diferente.
En.el presente ejemplo esto se consigue mediante la apli~-
cacidn de seffales de sincronismo que estdn desfasadas en-
De egte modo, bajo ¢l electrodo sumedor se

obtiene la suma de las dos sefiales, una de las. cuales es-

ejemplo, en la figura 1 de la pdzina 306 de’las‘citadass
publicaciones. En el ejemplo anteriormente mencionado, el
canal de transferencia estd dividido en dos secciones,

giendo transferids la sefial en la primera seccidn en un

al pr1n01p10 del digpositive de transferencia de carga,

cuyos subcanales tlenen todos un retardo dlferente con re-
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| lagcién a los demds para la sefial presente en el pertinente

Hoja niun, 4

subcenal. Se dan ejemplos de esto en las figuras 8 y'9 de
las pdginas 308 de la citada publicecién.

En la referencia citada se utilize siempre file
trado en sentido directo en la entrada del dispositivo de
transferencia de carga. Sin embargo, en principio, es po-
sible también aplicar la técnica de filtrado no en la en- :
trada sino mis alld en ol dispositivo de transferencia de
carga. Sin embargo, la uUnica condicidén es entoncés que los
retardos en las secciones de canal sumen un mimero entero
de periodos dé gincronismo, porque de otro modo las sefialep
en las diversas secciones de canal no llegan al electrodo
sumpdor con la fase de sincronismo correcta. .

Una desventaja del método de tratemiento de seffal

déscrito es que el método descrito solamente permite trata
miento invariante con el tiempo de la sefial de entrada y
ademds que, en el cago de funciongmiento como filtro, la
funcién de transferencia del filtro no es vafiable. Zato se
debe a que egta funoidn estd totalmente dete;minada por la

configuracidn goomdtrico seloceionnda do la secoldn dol

*

diepogitivo de trangforencie do carga que perdbencee al L1l
tro. Es como si la funeidn de transferencia de carga estu-
viese "construida® por la eleccidén de dicha configuracién '

geondtrica.

Un inconveniente adicional es que las -dreas del
electrodo de control estdn seleccionadas en forma diferent%
a fin de conseguir la funcidn de filtro requerida. Como re4
sultado de esto, la transferencia de sefial bajo los electr g~

dos de control ensanchados tiene lugar mds lentaﬁente que
bajo los electrodos de confrol no ensanchados, a saber nés
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_ lentsnente de acusrdo con que el pertinente electrodo de

"~ control estd ensanchado adicionalmente. EBslo significa que

Hojn ndm. 5

la velocidad mdxima de transferencia alcanzable del dispo-|
sitivo do transferencia de carga se reduce drgsticamento
y disminuye adicionalmente cuande se utilizan electrodos
de control mds anchog,

Otra desventaja cs que la gran variedad de dxeas
de electrodo de control complica la fabricacién del dispo-

sitivo de transferencia de carga conocido., Ademds, la apli

cacidén de conductores de contacto entre los diversos elec-|
trodos de control y log conductores de sincronismo asocia-

dos se hace mds dificil de acuerdo con quq'lag dreas de lo

L7}

respectivos electrodos de control difieran mds entre si.

De acuerdo con el presente invento, un-dispositi

vo de transferencia de carga estd caracterizado porgque al
menos un electrodo de blogueo estd formado por al menos

uno de sus electrodos de control o parte del mismo que esw|

t4 conectada a medios de conmutacién para permitir la aplif

cacibn de ung tensidn que es igual en un instante g la ten:

sién de la sefial correspondiente a ung fase de la seiial de

sincronismo que, junto con las sefiales de sincronismo so=- |*

k)

bre log elecirodos de control adyacentes, asegura la'transj
ferencia dé wn paéueté de caﬁga en el canal baj6 al menos
el primer electrodo de control y en otro instante es igual
a una tensién de blogueo que evita la transferencia de wn
pagquete de carga en el canal bajo al menos un electrodo

de control.

Una forma particular de tal dispositivo de acuer-
do con el invento esté.carscterizada porgue al menos estd

dispuesto wun elemento de percepcién frente al electrodo de|
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~blogueo y estd asociado con el mismo canal gue dicho elec~
trodo de blogueo, cuyo elemento de percepcidn estd conecta
do a un detector coneectado directa o indirectamente a un
comparador para comparar la magnitud de la sefial que apare
;‘ee en la salida del detector con una sefial de referencia,

siendo splicada la 'sefial de salida del comparador g una en

0 no de elementos de retardo.

'Se describirdn realizaciones del invento, a modo
de ejemplo, con referencia a los dibujos disgramdticos que
se acompafian, en los cuales:

e figurs 1 representa en vista en corte trans-
versal un digpositivo de transferencia de carga dé acuoexrdo

con el invento,

de las tensiones ffy, 5, 93 v ﬁ# de sincronismo que son
aplicadas al dispositivo de la figura 1 y un ejemplo de lg
tengibn ﬁg aplicada al electrodb 8 de controls

La figura 3 es un aiagruma‘para iiustrar el fund
clonamiento del dispositivo;

' La figura 4 represcnta on una vista en planta
otro dispositivo de transferencia de carge de acuerdo con
el invento; )

La figura 5 representa en una vista en planta un
dispositivo adicional de transferencia de carga de acuerdg
con el invento; ‘

Ia figura 6 representa alin otra realizecidn de
un dispositivo de transferencia de‘carga de acuerdo con
el invento., ’ '

Ta figura T representa las tensiones en funcidn

~ . Ia figura 2 representa la variacidn con el tieapo

trada de control de dichos medios de conmutacidn a tfavés' :

v
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— del ‘tlewpo para el dispositivo de la flgura 6; ¥

miento del dispositivo para generar capacitivamente campos

'm0 de fase Qﬁ.

Hojo nau. 7

Los figuras 8a a 84 ilustran diferentes formas
dol dispositivo de la figura 6. |
Bl dispositivo de trausferencia de carge de la
figura 1 comprende un cuerpo'semiconductor 30 con una capa
semiconductora 31 de tipo n. Sobre la mencionada capa. se-

niconductora, al menos sobre una de las caras 33 de dicha

El

capa, estin representados electrodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 de control para la aplicacidén de tensiones de sincro-
niémo. La interrupcidn entre los electrodos 8 y»9 de coa~ |
trol indica que son posibles mds electrodos de confrol'que
losVrepresentados. Se aplican a los eleétrodos de‘cbntrql

sefiales de sincronismo de fases mulbtiples en el funciocina-

eléctricos en la caps semiconductora 31, Los electrodos 1
y 5 de control estdn conectados en comin a la salida de

una fuente 40 de tensidn de conmutacidn a la cual es apli-

cada la sefizgl de sincronismo de fase ¢ (véase la figura 2). »

Los electrodos 2 y 6 de control egldn conectados en comin
a aquells salida de la fuente 40 de tensidn de conmutacidn
8 la cual es gplicada la sefial de Sincronismo de fase ﬁé
(véase la figura 2). Los electrédos 3y % de control estdn |
conectados a aqueila salida de la fuente 40 de tensidn de

conmutacidn a la cugl es aplicada la sefial de sincronismo
de fase ﬁé (figura 2). Los electrodos 4 y 9 de control es-
t4n conectados a aquella saiida de la fuentd 40 ‘de tensidn

de conmutacién a la cual es gplicada la sefial de sincronist

Bl electrodo 8 de control se llama también elec-

trodo de blogueo. Este electrodo estd conectado a medios d¢
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|_conmutacibn, constituidos por el conmutador inversor 20.

Hoja niumn. 8

Bl contacto 22 de este conmutador estd conecctado al termi-

nal negatlvo de una fuonte E de tensidn continua, cuyo otr

R

terminal estd conectado a un punito a potencial de masa. Bl
contacto 21 del conmutador estd conectado a aquella salida
de la fuente 40 de tensién de conmutacidn a la cual se apli-
ca, la?seﬁal de sincronigmo de fase ﬁa. :

En la capa semiconductora 31 estd dispuesta nna

gona 13 de difusién de entrada, la cual estd conectada a

una fuente 50 de tensidn de sefial po@ intermedio de un con
ductor 15 de inscripcidn. Bstd congtitulda una capa 32 e
bloqueo por una capa eislante de didxido de silicio. Bn dif-
cha capa semiconductora 31 estd dispuesta ademds una zona
14 de difusiédn de salida; que estéd conectada a un conduc~
tor 16 de lectura. Ia zona 13 de difusidn de ontrada 7 el
conductor 15 de inscripeidn Torman pérte de los mediog do
inscripeidn del dispositivo de transferencia de carga jun-
0 con los primeros electrodos de control y permite 1la in-
troduceidn local de informacién en la formuude paguetes de
carge on la capa 3l. Le zona 14 de difusidén de salida y
el conduetor 16 de lectura congtituyen en conjunto los >
medios dc lectura pers permitir que la informacidén sca 1eﬂ~
da en otra posicidn en la capa 3l. 1

El espesor y concentracidn de impureza de la capa
gemiconductora 31 son, por ejemplo, 5 mm y 1Ol§:étomos/bm3.
Dicho espesor y concentracidén de impuregza son de valor tan
pequéﬁo que puede establecersg en la cépa 31, transversal-
mente a la misma, un campo eléetrico que tiene una inten-
sidad tal que se forma una zona de empobrecimiento de por-

tadores sobre ¢l espesor total de la capa sin que se pro-
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| dugea efecto de multiplicacidn por avalsncha. Bl dispositi
vo de transferencia de carga reprosentado en la figufa 1

eé del tipo de canal masivo como ée dééoribe; por ejemplo,
en la solicitud de Patente Holandesa 7114770. En egte dis-
positivo semiconductor la transferencia de carga eldctrica
se efectla principalmente e través del interior de la capé

~ semiconductora. Durante el funcionamiento 1a informacién
; :
rios pueds ser almacenada en una regidén de la capa semicon

puecde separarse de otros paguetes de carga por medio.de..
campos eléetricos en las gonas de empobrecimiento que ro-
' dean dicha reglién y que se extienden;transversalmente,sgbr
la capa semiconductora. Durante la transferencia de carga
log portadores de carga de los mencionados paquetes de car
ga son transferidos desde la regifn anteriormente merciona
da de la capa semiconductora a une regidn subsiguienfé de
la capa semiconductora aplicando una diferencia de tensidn
entre los electrodos adecusdos, fluyénao 1o§‘portadores
de carga desde la regién primeramente mencionada hasta la
siguiente regidn éusﬁancialmente a»ﬁravés del ihterior de-
la capa semiconductora, hasta que se embobrece de poriado-
' res la regidn primeramente meﬁcionada de la capa semicon-
“duetora. Ia concen%racidn de impuréza ha elﬁespesar de la
capa semiconductora deberdn ser entoncéé obviamente de un

valor tan pequefio que la capa semiconductora pueda ser em-

epitdctica de alta resistividad impurificada homogéneaments

- ductora opuesta a uwno o mdg de los electrodos de control ¥l
£

pobrecida de portadores en su espesor total sin que se pro-
duzca multiplicacién de avalanchg. Tal capa de baja impuri4

ficacién puede estar constituida, por ejemplo, por una capd

en la forma de un paguete de porivadores de carga mayqfiﬁh— i

1

]

“
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| _que estd dispuesta sobre una base o gubstrato del tipo de
conduetividad opuesto, como se indica tambidn en la éoli-
cltud de Patente Holandeaa anteriormente mencionada.

Ta figura 3 representa esquemdticamente cémo seo
forma un paguete de carga; cémo es transferido y cdmo se
lleva a cabo el blogueo y suma del mismo. Bn ol intervalo
TTi de}ticmpo la tensidn aplicada a los electrodos 1, 4, 5°
y 8 de control y al siguiente electr&do 8t de control es
+ 10 voltios y la tensidén sobre los ¢loctrodos 2, 3; 6y 7
es 0 voltios (véase la figura 2). Co@o resultado de catc,
s@ producen los llamados '"pogzog de potencial® bajo loz
electrodos 1, (4 + 5) y (8 + 8'), como se representa ea
la figura 3a. En el pozo de potencial situado bajo los
electrodos 4 y 5 de control estd presente un paquete s (1)
de carga. Bajo la zona 15 de difusidén de entrada estd pre-
gonte un pozo de potencial continuo que es varias vecea mdj
profundo que los otros pozos de pobtencial situados en el
dispositive de transferencia de carsa. 8n la figura 3 esto
onld representado simbélicamenbe por nna 1linca curva en ol
fondo dol pogo do pobonolul ulluwdo bujo lu zonm 15 do -
fusldn do ontrada. ¥ la ontradne wo Lorma un sogundo poquot
to 8 (2) do corgn oon la oyudn de la zone 15 do dlfuglidn
de entrada y log primeros electrodos de control. En el 171
tervalof2 de tiempo la tensidn aplicada a.los electrodos
1, 2, 5, 6 y 8' de control es de + 10 voltios y la tensidn
aplicada & 1los electrodos 3, 4, 7 y 8 de control es 0 vol-
tios. Como reaultado de esto ée forman pozos de potencial
bajo los electrodos (1 4 2), (5 + 6) y 8' de control, como
se indica en la figura 3b. E1 paguete S (1) de cérga es

desplazado asi en wna posicién en la direccién de transfe-
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1 ~ rencia. La figura 3¢ muestra c¢émo es desplazado el paquete
S (1) de cargas hasta el electrédo 8 de blogueo, que tiene
una tensidén do -E voltios en el pertinente intervalo,*Cs
I de tiempo, Bn log siguientes intervalos Z.' ,?:5, 7:6 de

5 tiempo, el electrodo 8 permanece blogueado. No tienc 1ugaf.

-

transferencia de carga desde la regidn situada bajo el
electrodo 7 de control a la regiénﬂsituada bajo el ei;ci 1
trodo 8' de control en los mencionados intervalog det%iém— '
po. Es evidente por las figuras 3d y 30 cémo se suman dos |
10 paquetes S (i) ¥y 8 (2) de carga entre si con la ayuda‘aél
' electrodo 8 de bloqueo. En el intervalo 777 de tiempo, la
suma § (1) 48 (2) de los paguetes de cafga'ha'llegado al
glectrodo 8 de contr;l y se elimina la tensién de blogueo
del electrodo 8 de control. Las figuras 3a y 3i muestraﬁ
15 cémoniaVsuma de los paquetes S (1) y S (2) de carga es
transferida hacia la derecha con la ayuda de los eleckrédos
'7, 8y 8 de’control. En el intervalo Tjil de tiempo el
electrodo 8 de control estd conectado nuevamente a la ten-
sién - E de blogueo y el electrodo 8 de control funciona
20 otra vez como electrodo de blogqueo en este intervalo e
intervalos 7711, 7512’ Tle Ng 2f14 de tiempo subsiguien-

tes. Bn eslos intervalos de tiempo losg paguetes S (3) y .

SEmY E—

S (4) de carga son sumados entre si como se ha descrito an
‘teriormente para los paquetes S(L) y S(2) de carga (véanse
25 las figuras 3e y 3f). | :

Por la anterior descripeién del funcionamiento d¢
este dispositivo de transferencia de carga de acuerdo con

el invento, puede verse que cuando la tensidn de bloqueo

¥y un impulso de sincronismo de la fase g@ se.aplican alter-

430 nativamente al electrodo 8 de control con la ayude del cond

13118
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1 mutador 20, son siempre sumados entre si dos paquetes de
carga. Serd evidente que, blogueando cada vez dos impulsos
de sincronismo, puede obtenerse la suma de tres paguetes

de carga. En general, es védlida la siguiente relacién

.F(T) = g;;: S (Te KaD) wevrvenes (1)

donde T es el periodo de sincronismo de 1los impulsos ﬁ# de
sincronismo originales, que estdn aplicados al electrodo
de control, ¥y M es el mimero do impulsos de sincronismo

10 bloqueados coh la ayuda de la tensidén de blogueo, Bn otras
palabras, la frecuencia de sincronismo de los impulsos ?é
de sincronismo es (I + T). En la figura 2, ¥ = 1. Para es-

te método de conmutacidn el dispositivo de transferencia

de carga de la figura 1 funciona como filtro directo, sien;
15 | do sumados totalmente entre si los paquetes de carga que

estén retardados mutuamente. Si es deseable que solamente
ge sumen entre si fracciones de paguetes de cafga, esto pug¢-
de congseguirse con la ayuda de une zona do difusidén de ais+
lamionto como se ropresenta on la Tigura 4.

20 En el dlapoglitivo de tranglerencia de carga do
la figura 4 ostd situada una zona 12 de difusidn de aisla-|,
miento bajo los eleetrodos 3, 4, 5, 6 y 7 de control, y :
continda hasta el electrodo 8 de control., El electrodo 8]
de control original estd ghora dividido en dos mitades 8i
25 |y 88, que recubren parcialmente la zona 12 de difusién de
aislamiento. La seccidn 81 esta conectada al conmu%ador in
vergor 20 y la seceibn 88 estd conectada a aquella salida
de la fuente 40 de tensidn de conmutacidn a la cual se aplil-
ca la fase ﬁh de sincronismo. Debido a la zona 12 de difu-

30 | eidén de amislamiento, el canal de transferencia situado bajd
13118




P-

10

15

20

25

30
13118

~ los clectrodos 3, 4, 5, 6, 7,.81 % 88 de control estd di-

‘guea durente un impulso de sincronismo una fraccién a del

' vés de la gzona 12 de difusién de aislamiento y es entonces

Iloja nam, 1.3

vidida en dos mitades g y (1-a). En la mited (1l-a) se efec

tila la transferencia de cargs normalmente, porque el elec~

trodo 8 do conbtrol estd conectado permanentemente a wn cop-

ductor de sefial de sincronismo. En la mitad g estd dispues-

4o el electrodo 81 de bloqueo. Ta transferencig de cargs 4

través de esta seccidn de canal se efectia del mismo.modo
descrito con referencia s la figura 1. Los conmutadores

inversores 20 y 23 funcionan en sineronismo., E1 punto 25

.....

[

la ayuda de la -fuente 51 de tensidn continua, de modo que

]

no se inyecta carga en la entrada si la entrada esitd conec

tada a este punto., La Ynica diferencia es que ahora se blo

paquete de carga situado bajo el electrode 2 de control,
mientras que el resto (l-a) es transferido normalmente., Ia

sefial Y (t) de salida satisface ghora la siguiente relacidn
Y(b)-"—: (1"3.): S('b) '!' B ’S(t-?:/).:..”'-.. (2)0

De este modo, el circuito funciona nuevamente como L£iltro

sién negativa y la zona 12 de difusidn de aislamient& es=

3

td acortada, como se indica on la figura 4, pero no es més

corta gque un paso de retardo de tal modo que el paguete de

carga bloqueado puede pasar a través de la zona de difusién

de’ aislamiento al efectuarse en la entradas el retorno y
muestreo continuo adicional, el dispositivo de transferenci
de carga de la figura 4 funciona como filtro recursivo, En |

este caso el paguete de carga blogueado se desplaza'a tra-

1

-3

directo. Si el electrodb de blogueo estd mantenido a la ten

a
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—dividido nuevamente, etc, Ia seMal Y (t) de salida satis-

face la relacidn
Y(t) = (1-a)e S(t) + ae Y(3=0) veveeeress (3)

Cuando s¢ selecciona a=1/2 y se suminigtra a la entrada

una mucstra de entrada del valor 1, aparecerdn consecutiva:

utilizarse como cargas de referencia.,

Ta gona 12 de difusidn de aislamiento puede acor
tarse adicionalmente 0 incluso puede prescindirse totalxzen
te de ella, si la tensién E de blogueo cstd seleccionada
de modo que tiene un valor positive tal que ¢l paquets de
carga bajo el electrodo 81.de control no puede sef trang-
ferido adicionalmente por el electrodo 8' de control. Z=n
este caso el dispositivo funcione como Filtro en conformi~
dad con la relacidén (2).

Los cjemplos de dispositivos de transferencia de
carga do aouordo con el invento expucstos en luu figuras 1
y 4 tionen las siguientes vonbajus concretas on comparncid
con los dispositivos de la ‘téenica antorior comentados an-
toriormente,

De acuerdo con el invento, se consigue que opcio
nalmente puedan asignarse dos funciones, cuyas funciones'
son tembidn opcionales, a cada uno de los electrodos de
control que estdn conectados a un conmutador inversor. La
operacidn a la cual estd sometido cada paguete de carga
en el presente dispositivo, puede seleccionarse asi ajus—
tando‘el conmutador inversor a la posicién deseada en ins-
tantes adecuadazente seleccionados. Es posible slternatival

mente definir le funcidn de trensferencia del dispositivo

mente en la salida las cargas 1/2, 1/4, 1/8 ete, que pucdeh’
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- de transferencia de carga entlcipadamente ajustando el
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conmutador a la posicidn desecada anticipadsuente.

Una ventaja adicional es que la velocidad de
transferencia del dispositivo de transferencia de carga e
dificilmente afectada por el pertinente electrodo de con~
trol; porgue egte electrodo puede tener lag mismasIQimen~
siones en la direccidn de transferoncia que 1os otrég'éleé
trodos de control. Como las dimensiones de los eleclrodos|
de control pueden ser iguales, la fabricacién del disposi+
%ivo de trensferencia de cerga no necesita complicarse adi-
cionzlmente. Se consigue ademds gue puedan realizarsé cien-
tas operaciones de tratamicnto de sefial por,mediq de‘fales
dispositivos de transferencia de cargérde acuerdo cph'el
invento de un modo mis simple,- mds répido, o menos éas%osc
de lg que ha podido obtenerse enteriormente.

La figura 5 representa un ejemplo de una aplicat

&

cidén de un dispositivo de transferencia de carga de acuer-
do con el invento. Con laz éyuda del‘disjosiyivo mostrado -
pueden multiplicarse sefiales analbgicas con sefiales digi-
tales. E1 dispogitivo comprende los electrodos 101 a 110,
208, 209 y 21C de control. La zona 13 de difusidn de en-
frada estd conectada a un punto de potencial constante a
través de wa pista conductora 15 y la fuente 50 de sefisll)
Tos electrodos 101, 105 y 109 de control estdn conectados
a un conductor A de setial de sincronismo, quéregté conec-—
tado a aguella salida de la fuente 40 de tehsién de con~
mutacidn a l2 cual se aplica la seiial de sincfonismo de
la fase ¢;.  ' . | .

Los electrodos 102, 106 y 110 de control estdn

conectados a un conductor B de sincronismo, que estd cow
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| nectado 2 aguells salida de la fuente 40 de tensidn de cor

Hojn niim. 16

mutacidn a la cudl se aplica la sefial de sincronismo'de lg

fase ﬁa. Los electrodos 106 y 107 de control estdn conec-
tados a un conductor C de sincronismo, que estd conectado
a aquella salida de la fuente 40 de ‘bensién de conmubaciéry
& la cual se aplica la sefial de sincronismo de la fase £y
El electrodo 104 de control estd conectado & un conductor,
D de sincronismo, que estd conectado:a aguella salids de
la fuente 40 do ‘tensidén de conmutacidn a la cual estd apli
cade la seffal de sincronismo de la fase ﬁa. Bl conductor
D de sincronismo estd conectado tamﬁién a los contactos
22; 25, 28 y 31 de los respectivoc conwvutadores inversoreh
20; 23, 26 y 30. Los otros contactos 21,“24;~27 y 29 de
los ﬁencionados conmubadores estan éonectados al polo ne-
gativo de la fuente E de tonsi én continua. E1 polo posie-
tivo de dicha fuente de fensidn continua estd coneeindo
a un punto de potencial de masa. Los elecirodos 108, 208,
209 y 210 de control egtdn conectndon, reupectivamonte,
o loo contaoton prdnclpules do Jou conmubudoren 20, 23,
26 y 30. Adioionulmonto, oubin Lormodas low woglonen b1,

52, 53 do difusidn do alolamicnto en ol cucrpoe uemiconduc

[}

tor 'a f£in de realizar la divisidén de canal,

E1 funcionamiento del dippositivo de ecuordo
con la figura 5 tiene lugar del modo siguiente. Altorné—
tivamente, se aplican a la entrada (13,15) un paguets de
carga que es proporcional a la sefial 5 de entrada a tra-
tar y un paquete sin carga, de un modo que se ha deserito
anteriormente con‘referencia'a_la figare 4. Desde la en-

treda los mencionados paquetes son divididos por lms re-

giones 51 a 53 de aislamiento en poreciones que guardan

-

POOR

QUALITY
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una relacidn de 1:1/2:1/4:1/8 entre si, cuyas porciones
pueden ser blogueadas o tranéferidas por los electrddos
108, 208, 209 y 210 de comtrol respectivos, de un modo
que se ha descrito anﬁeriormenteAcon referencia a las fi~

guras 1 ¥ 4. La exactitvd de las porciones depende prin-

[#3

cipalmente de la precisién de le gituacidén de las'#ggione
51 a 53 de asislamiento y de la igualded de las tensiones | -
de umbral bajo los electrodos de control. v' '

Ta carga que pasa a través de la seccidn de ca-|
nal por encima de las regiones 51 de aislamiento es {1/2)

S = Sgp. La carga que pasa a través de la seccidn de-cénaﬁ

1

entre las zonas 51 y 52 de aislamiento-es'(l/4) S =fsl. L

carsga que pasa & travds de la seccidn de canal entre ilas

que pasa & través de la seccidn de canal bajo la zona 53
de aislamiento es (1/8) § = Sé. En su camino desde la sa-
lide 14 del dispositivo, cada uno de los paquetes de car-
ga pasa a través de un electrodo ae;contro%, que puede
funcionar como electrodo de blogueo para dicho paquete de
carga durante un periodo de sincronismo, dependiendo de
la posicidn del conmutador 20, 23, 26 & 29 asociado. Ta
zons, de difusidn de aislamien?o es seguida n&evamente oI
un canal comin, donde aquellos pequetes de carga de un ‘pa-
quete de carga de entrada que no ha sido blogueado se re-
combinan y constituyen un nuevo paguete $4 de carga. Un
perioﬁo mas tarde, todos los subpaquetes que han sido
retardados un impulso de sincronismo se reepmbinan.para
dar lugar a un paquete 35 de carga y son transferidos a
la salida del miswmo modo que 84, pero un periodo’més tar

de. S, aperece entonceg en primer lugar en la salidas




10

15

20

30

13118

dos ‘en el propio dispositivo de transferencia de cargs,

Hoja ninn. 18

oe

y 55 apsrece entonces un periodo de sincronismo mds tarde

. S2 -!- (1-—1,{3). 33 OlloQOOOOCQIOOOOObGC(S)

En las dos relaciones (4) y (5) k, (n =0, 1, 2, 3) = 417.
si el paquete S, de carga agsociado no ha sido blogqueado

y k (n) = 0 si el paquete S (n) de carga asocizdo ha sido
bloqueado durante un periodo de gincronismo. Los paguetes
84 y 85 de carga alcanzan cdnsecutivamente la salida 16
y pueden ser transferidos a diferentes lineas de seHal

exteriores con la ayuda de téenicas conocidas. Sin embargoe,

los pagquetes S4 y 85 de carga pueden también ser separa~

por ejemplo utilizando dos subcanales que estdn alicrna-
tivamente abiertos y cerrados, 1o cuval puede conseguirse;
por ejemplo, mediente la utilizacidn de un electrodo de
blogueo en la entrada de cada subcanal que“se hace blo-

quoar alternativamente. Ademds, son posibles mds o menos

»

divisiones de las indicadas de acuerdo con la figura 5.
Adicionalmente, las diversas divisiones pucden ser reali-
zadas una después de otra, de modo que lag divisiones no
pueden influirse entre si. De este modo, se obfiene una
meyor precisién. Bn algunos casos, es deséable-ensanchar
el canal antes de efectuar la divisidn real. Eéto puede

conseguirse teniendo la regidén de difusidn de aislamiento

extendiéndose oblicuamente hacia el centro del canal prin

cipel., Los electrodos de control, que pueden funcionar co

mo electrodos de bloqueo, no necesitan estar sitvados a
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‘semiconductora 31, por ejemplo de silicio de tipo'g. Sobre
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la wmisma distancia do la entrada, como se representa en
Ja figura 5. Cuando cada uno de ellos estd, por ejemplo,
con una separacién de un paso, es posible el control en

serie de los conmutadores 20, 23/26 y 30. Las divisiones

de canal pueden también reslizarse de modos diferentes all

representado on lg figuwra 5, por ejemplo mediente la. qtiwl-

Es tambidn posible el blogueo de los paquetes de caféa‘var~'

rias veces uno despuds de otro, asi como la utilizacidn de

a

.

diferentes sefiales de excitacidn de entrada.
Los dispositivos de transfercncie de carga des—
critos en los ejemplos presentes son del tipo exppesfb en

la solicitud de Patente Holandesa T114770. Sera evidente

vos de transferencia de carga, por ejemplo como los des—
critos en la solicitud de Patente Holandesa 6805705 &}
por ejemplo, en la publicacidn "Electronics" del 21 de jud
nio de 1971, paginas 50 a 59. . .

El dispositivo de transferencias de carga de 13-

figura 6 comprende un cuerpo semiconductor con una capa

dicha capa semiconductora, al menos sobre una de las caras

Al

de dicha capa 31, estdn dispuestos uns pluralidad de eléc-_

trodos de control, de log cuales norestén numerados todos.
El electrodo 106 de control estsd conectado a éq;ella sali-
da de la fuente 41 de tensidn de conmutacidn en‘la cual es
t4 disponible la sefial de sincronismo de la fase ff, y el
electrodo 106 de control estéd conectado a aquells salida

de la fuente 41 de tensidn de conmutacidn en la cual estd

disponible la sefial de sincronismo de la fase @*(véase la

ligzacidn de variaciones de éxido o puertas de aislamiento ’
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- contacto principal del conmutador 23 estd conectado al

Hoja nom. 20

figura ;). Bl electrodo 107 de control y los otros elec~
trodog de control (sin mémeros de referencia) consctados
al mismo estdn conectados a aquella salida de la fuente
40 de tensidén de conmutacidén en la cual estd disponible
la seffal de sincronismo de la fase @1, B1 clectrodo 108
de control y log obros électrodos de control (sin nimeros
de referencia) conectados al mismo estan conectados a
agquella salida de la fueﬁte 40 de tensidn de conmusaciédn
en la cual estd disponible la sefial de sincronismo de la
fase ﬂé. El electrodo 109 de control y los otros eleciro-
dos de control (éin nimeros de referéncia) conectados al
mismo estén conectados a aguells salida de la fuente 40

de tensidn de conmutecidn en la cual estd disponible ia

control y los otros electrodos de control (sin nimercs
de referencia) conectados al mismo estdn conectados a
aquella salida de la fuente 40 de tensidn de conmuiacidn
en la cual estd disponible la sefinl de sincronismo de lao
fago ﬂﬁ' Lo salide vWltircomente menclonuda cutd conectada

tambidn al contacto 24 del conmulador 23 y al contacto 21

dol conmutador 20. Log contactos 22 y 25 de los regspecti~’

vos conmutadores 20 y 23, estdén concctados a aquella sa-
lida de la fuente de tensidn de conmutacidn en la cual ‘es

t4 disponible la sefial de sincronismo de la fase ¢hx.
El contacto principal del conmubtador- 20 estd co

nectado a2l elecirodo 103 de control, mientras que el con-

tacto 21 estd conectado al electrodo 102 de control. E1

electrodo 105 de control, mientras que el cpntécfo 24 es-
t4 conectado al electrodo 104 de control.

1
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El electrodo 100 de control constituye un eloe-

-~ mento de percepcidn conectado a la enfrada del detector

200. Bste elemento de percepcién estd asi dispuesto frent

te a los electrodos 102 y 103 de blogueo. La salida de di
cho detector 200 estd conectada a la entrada del circuitbe

201 de muestreo y retencidn y a la entrada del circuito

oy, 1.
202 de mueglrco y retencidn. Las salidas do los circuitoq

201 y 202 de muestreo y retencidn estdn conectgdas:cada

una a una entrade de un comparador 203, cuya salida estd

conectada 2 la entrada de wn circuito 204 de bdscula bies

table de activacidén por flanco., Ia salida del circuito bi
table 204 de agetivacidn por flanco actda, por -una pérte,_

sobre el conmutador 20 y por otra parte ests conectééb a

la entrada de un circuito 210 de retardo. La salida del

circuito 210 de retardo estéd conectada al punto 213 por

intermedio del cirouitb 212 de retardo.

El electrodo 101 de control estd dispuesto fren
te al electrodo 104 y 105 de bloqueo y forma también un
elenento de percepcidn conectade a la entrada de un detec
bor 205. La salida del detector 205 estd conectada a la
entrada del circuito 206 de muestreo y retencidn y é.la
entrada del circuito 207 de muestreo y retencién, Las sa~-
lidas de log circuitos 206 y 207 de muestreo y.retenciéi
estén conectadas cada una a una entrads de un comparador
208, cuya salida estd conectada a la entrada de un cireuid
to biestable 209 activedo por flanco; Te salida del cir-
cuito biestable 209 activadd por flanco actia, por una
parte, sobre el conmutador 23, y por otra partq estd co-

nectada s la entrada de un circuito 211 de retardo, cuya

selida esfé conectada al pwnto 214,

T
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LA Las entradas 216 y 221 de control de]os circuid
tos detectores 200 y 205 estdn conectedas a aquella-saliu
da de la fuente 40 de tenaidn de conmutacién en la cual
estd disponible la sefial de sincronismo de fase ¢é. Las
5 . entradas 215 y 220'de control de los circuitos detectores
| 200 y 205 estén conectaaas a aquella salids de la fuente
40 de tensidén de conmutacidn en la cual estd dispohiblﬂ
la secfial ¢i de sincronismo, La entrada 21% de contrcl del -
cireuito 201 de muesireo y retencidn y la entrada 222 de
10 control del circuito 207 de muestreo y retencidn estdn
conectedas a agquella salida de la fuente 41 de tensidén de
conmutacién en la cual estéidisponible la sefial de sinerg-
nismo de la fase @. La entrada 218 de control dei eiroui-
to 202 de muestreo y retencidn y la entrads 223 de con-
15 trol del eircuito 206 de muestreo y retencidn estdn ccned-
tadas a aquella salida de la fuente 41 de tensidn de con-
mutacidn en la cual cotd disponible la scflal de gincro-
nigmo de la fame P*. Te ontradn 219 do conlrol del clr-
culto hWicotable 204 actlvado por Llunco y Ju entrada 224
20 de control del clircuito biestable 209 activudo por flan-
co estan conectadas g aquella salida de la tensidén 141 ds
conmutacidén en la cual estd disponible la scfial de sin-
cronismo; En la capa semiconductora 31 eghbin dispuestaé
adicionalmente las zonas 32, 33, 34 y 35 de difusién de
25 aislgmiento del modo representado., Adends, estdn dispuesd
tas las zonas 13 y 13! de difusidn de entrada en dicha
capa semiconductora, que estén concctadas rospectivamente
e las entradas R y A del dispositivo de transferencia de

. Cal‘ga. ) .
30 g  Para los detectores 200 y 205 pueden wtilizar-

13118
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ge circuitos conocidos por las puﬁlicaciones ‘técnicas,
Por ejeuplo, puede utilizarse un detector del tipo de
puerta flotante, cbmo se deseribe en la publicacién "Di- _
gest of technical Papers" de la Internatlonal Solid-state
Circuite Conference, febrero de 1976 en las paginas 194 y
195, Bsgtd descrito tambidn el mismo tipo de detectlor en

él libro "Charge Iransfer Devices" Suplemento 8, A&Qhﬁ-«r :
ceg in Elerroan and Electron Physics, publicado pon la
Academic Press, New York, pdgina 53, flgura 3 lic, pdgi~ |
na 228, figura 6.15, etc, Adicionalmente, puede utilizar-
ge un detector del tipo comprendido en una zona de aifu~ '
sidn de percepecidn, por ejemplo como se describe en *Di-
gest of machz’:tical Papero" de la International Solid§s+ate
Circuits Conference, febrero de 1974, en las paglnas 156
Y 157. Ademas, puede utlllzarse un detector del tipo de

deteceidn de corrlenbe, por ejemplo como el descrito en

"Iransactions on Electroh Devices", volumen ED23, nﬁmero

2, en la pigina 265 y siguientes. 3
Para 1os circuitos 201, 202, 206 y 207 de mues-
treo y retencidn es posible utilizar circuitos como los:
descritos en lg WIESE Journal of SOlld~S tate Circuité"
volumen Sel2, mimero 3, aunlo de 1977, pablna 233, L1gu-

ras 4y 5. Como comparador, es posible u 111zar, norreJeAJ

plo, el tipo Signetics IM31) como se "describe en el Data
Handbook "Signets integrated circuits", 1976, en el capi-
tulo "Analog", pdginas 192 y 193. -

Como circuito biestable activado por flanco pue-
de wtilizarse, por ejemplo, el tipo Philips HEF4013B, cod

mo se dGSCTLbG en el Date Handbook "Digital 1ntegrated ciyg
cuits" - WILOJHOS", Sc¢ 6, 10-77, parte 6, octubre de 1977.
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200, Ta sgﬁal en la salida del detector es muestreada por
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Se describird shora con referencia al diagrana
de tiempos de la figura 7 el funcionamiento del disposi-

tivo de fransferencia de carga de la figura 6. Se aplica

da, mientras que ée aplica una seiial de referencia a la
gzona 13 de difusidn de entrada. 5@ supone chora que en uny
instante especifico, por medio de dichas zonas de aifu-
gidn, se splican paguetes A(n) ¥ R(n)'de carga resnes vivols
al dispositivo de transferencia de carga bajo control de
las respectivas seflales ¢ y ﬁx. Después de la inyeccidn
de carga en la entrada del dispositivo, el paqueto (n)

de carga es dividido en dos subpaquetes por la zona 33

de aislamiento de canal, E1 subpaquete situado por cncima)
de la zong 33 de aislamiento de canal, representado en

la figura 6, continmia su camino & través del dispositivo

de transferencia de carga y es dividido subsiguientensnte

bor la zona 34 de gislamicnto de canal, y asf sucesivamen
te. Z1 paguete situado bajo la zona 33 de aislamicnto de
canal (representado en la figura 6), llega al cangl infe-
rior y en el instante % estd situado bajo 2l electrodo

100 ‘de control y es detectado entonces por el detector'

el circuito 201 de muestreo y retoncidn y-es retenida a‘
partir del instante %',. Con la ayuda del circuito detec~
tor 200, bajo mando de la entradm de control 2i6 de dicho
circuito detector, el electrodo de conirol es llevado &
un nivel de tensidn en el instante T, cuyo nivel de beny
sldén es igual a la tensién en la entrada 215 de dicho cird

cuito detector 200, Bn ol instanto tq ei paguete A(n) de

carge que ha sido inyectado anteriormente en el dispositivio
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L de transferencia de carga con la ayuda de la zona 13! de

A(n) de carga es mayor que el paguebe (1/2) R(n), opare-

- el circuito biestable 204 activado por flanco sobre el

‘biestable 204 activado por flanco aparezca en el punto

~bable 209 activado por flanco, cuya sefial pertenece tam-

- bién al paquete A(n) de cargas, aparece sobre el punto 214,

Hojr ndwu, 25

difusidn de entrada, estd situado bajo el electrodo 100
de control y es detéctado con la ayuda del .detector 200.
Ia sefial que aparece en la salida del detector 200 es
miestreads por el circuito 202 de mmestreo y retencién en|
el instante t, y es retenida a partir del instante 1;'1.j '
Zn cl instante t") el electrodo de control es llevais a i
un nivel de tensidn gue es igual a 1g tensién en lé7e;trq -
da 215 del circuito detector 200 por orden de lﬁ entrada
216 de control de dicho circuito detector 200. Tos:walo-
res de sefial que aparecen en las salidas de 108 303 .Cire|.
cuifos 201 y 202 de muestreo y retencién“sog ahora ebmpa-

rados entre si en el comparador 203. Cuando el paqﬁete

cerd un "1m 1légico on la salida del coumparador ¥y cuando
el paguete A(n) ds carga es inferior al paquete (1/2) R(h)
de'carga aparecerd un 0 1ldgico en la salida del compara-
dor 203. Bsta salida define el valo; del p{imer bitio.
En el instante tzbel valor de la sefial légiéa

que aparece en la salida del comparasdor 203 es tomado poy

flanco positivo de la sefial de control., Bl circuito blesd
table 204 activado por flanco transfiere este valor de!
la sefial 1légica a una seccidén 210 de retardo, gue Jjunto

con la seccidn 202 de retardo subsiguiente as€gura que

la sefial 1égica suministrada a la salida del circuito

213 si la sefial 1l6gica suministrada por el circuito bies.

:
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1 Ademds, la sefial de salida 1égica del eircuito biesﬁablo
204 activado por flanco es utilizada para controlar el cdn=-
mutador 20, Cuando la sefial de salida del cirvcuitbo bies-|
table 204 activado por flanco es un 1 1dgico, el contac-
5 - %0 20 es conectado al contacto 21. Cuando la sefial de sa-
| "lida del circuito.bilestable 204 activado por flanco es uy
0 ldgico, el contacto 20 es conectado al contacto 22. En1 :
el ditujo sobre los diagramas de la figura 2 se ha stpues-
to gque el paquete A(n) de carga es inferior al paguete
- 10 (3/2) R(n) de carga. In el instante t, es blogueado ua
paquete 1 R(n) de carga por el elactrodo 103 de conirol,
porgue eg contacto principal del conmntador 20 egté.co-
nectado al contacto 20, Hasta el lnstante t, no pucde pa-
sar dicho paquete de carga bajo el elecirodo 103 d¢ ron-
15 trol a fin de ser transferido adicionalmente & trayés del
dispogitivo de transferencia de carga. Bajo el electrodo
de control contiguo al electrodo 103 de control se reunoen
los paquetes A(n) y 1 R(n) do carga y son sumados entro
si. Bl paquete % R(n? de carga de refercncia estd situado

20 | bajo el electrodo 101 de control en el instante ts y es

L

detectado con la ayuda del detector 205. La sefial que apa
rece en la salida del detector 205 es muestreada pof el
eircuito 207 de muestreo y retencidn bajo conbtrol de lQ
entrada 222 y es retenido a partir del instante tlge In
25 el ingtante t"G el electrodo 101 de control eé:llevado
a un nivel de tensidn por orden de la entrada 521 de con-
trol del circuito detector 205, cuyo nivel es imnal a la
tensidn en la entrada 220 del detector 205.

. En el instante t7 el pagucte de carga'de magni-
30 ~tud % R(n)+A(n) llega a la regibn situada bajo el é¢lec~

| 13118
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| trodo 101 de control y es detectado entonces por el de-

| rencia, aparecerd un 1 1gico en 1la Salida del comparador,

27
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tector 205, La seffal que aparecé en la salida del detecw
tor 205 es muestreada por el circuito, 206 de muestreo y

retencidén por orden de la entrada 223 y es retenida a par-
tir del instante t'7. Zn el instante t"7 el electrodo 101
de control cs llevado o un nivel de - tensidn igual a la ten~
sidn en la entrada 220 del detector 20) por orden de la elfm
trada 221 de control del circuito detector 205. Bn el-com— ;
parador 208 los valores de sefial que:aparecen en las dos

entradas son coumparados. Cuando el péquete ZflR(n)%A(ﬁ3_7

de carga es mayor que el paquete %ﬁ(n) de carga de refe-

y si el.paquebe AfﬂR(n + A(n)_7 de carga es inferior al
paguete de carga de referoncla, aparecera un O 16g1co -en
la salida del comparador 208. En el instante tg el va&cr
de la sefial 1dgica que aparece en la salida del comparador

208 es tomado por el circuito biestable 209 activado por

£lanco al tener lugar el £lanco positivo de la sefial de
control. Bl circuito biestable 209 activado por flanco

transfiere ol valor de dicha sefial 1égica, gue reprééénta
el segundo bitio, & la seccién 211 de retardo. Ademis, 1a
sefial légica de salida del circuito biestable 209 ac%ivaéo
por f£lanco es uulllzada Para controlar el conmutador 23.

Cuando la sefial de salida del circuito 209, activado por

flanco es un 1 ldgico, el contacto prineipal del conm ta-
dor 23 es concctado al contacto'24. 5i la sefial de salida
del circuito biestable 209 acyivédo por flanco es ua Obléu
gico, el contacto principal del conmirtador 23 es conectado
al contacto 25. | o

Al dibujar los diagramas de la figura 7 se ha sust
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| puesto que el paguete /A(n) + 1 R(n)_/ de carga es mayor
que el paguete %f R(n) de carga de referencia. En el'ins—
tante tg el paquete % R(n) de carga estd situado bajo el
electrodo 105 de control, después de lo cual en el ins~-
tante th llega a la regidn situada bajo el electrodo de
control contiguo simultdneamente con el paguete % 3(n) de

si, dando lugar al paguete 5/8 R(n)..

El dispositivo de transferencia de carga puede
ser ampliado adlcionalmente de un moéo similar al descritd
antberiornente para las dos prime;as éecciones. sersé. entonT

ces valida la siguiente ecuacién:
A(n) ¢+ 1 R(n) > R(D) eeevsoceveeee(b)
AR |

En lg descripeidn precedente han sido seguidos un paguete
A(n) de carge de la sefial A de entrada y el paquete R(n)

de carga de refereneia asoclado. Sin embargo, son inyectaj
dos continuamente paquetbes de carpga en la entrada del disw
poaitivo de'transferencia de cavgn por orden dé lag oofla-
les § y #* do conmutacidn (véase la figuva 7). Do este mo-
do, el dotector 200 dospuds quo ha detectado los paquotos
1/2 R(n) y A(n), debectard consacutivamente los pequetes
(1/2) R (n+1) y A(ntl), ete. Bn los diagramas de la figury

7, s ha supuésto que

R(n=1) A(n=1) < R(a-1) + %chq)

= g

R(n41) £ A(n-!-"l.) ('%R(n)-»J- 71( R(nt1) (7)

En el ejemplo del dispositivo de transferencia

de carga de la figura 6 se expone un poéible'método de

cargd de referencia. Estos dos paquetes son sumados entre.
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- integracidn. Eate catd reprosentado nuevamente en forma

este figura corresponden g las cifras de referencia de la|

'y 8d se representan tres métodos posibles de integracidn.

Gomo resultado de esto, se reducen los defectos en los

1tojn nas, 29

casquendtica en la figura 8a. Las cifras de roferencia de

realizacidn de la figuré 6. Sin embargo, son ‘tambidn posi;

bles otros métodos de integracidn. En las figuras 8b, 8¢

En el ojemplo de la figura 8b la distencia entre las zonag
de difusidn de aislamiento, que actdan como divisorag, ha
gido aumentada. Por una parie, esto tlene la ventaja de'

que en la dlrECClén longitudinal del dispositivo de transA
ferencia de cerga ex1suen nés poslbllldades en lo que res-

pecta a la posicién del electrodo de blogueo_y, por dtra

[=)

parue, que se reduce lg influencia del electrodo de blogue
sobre la lelsldn. El ejemplo de 1a figura 8c tiene la
ventaja de que pucden llenarse todos los pogos de poten-

cial pars el divisor hasta sustanciglmente el mismo nivel.

ponS de potencial como resultado, po; ejenplo, de d1fe~

.

renclas de tensibén de umbral. Ademds, no sersd nunca posi-

ble la transferencia de carga lateral, he modo que la ve-

locidad de trensferencia del dispositivo de transferencia J

de cdrga puede ser mejorada. En el ejemplo de la figura 84
los pagquetes de carga se mantiénen aislados, de modo que: .
pueden ser reutilizados en la salida del dispositivo de
transferencia de carga. De este modo,'puede hacerse una
eleccidn de la sefial cuantificada y/o de la‘seﬁél_analdgi—
ca. ' ;

En la realizacidn éipuesta en la figura»6 la cay]
ga de referencia y la carga de gefial ‘son dobectatias por

el mismo electrodo de percepcibn. Sin embargo, es posible
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|_alternativamente detectar los dos paguetes de carga con

Hojo ndon.

la ayuda de elementos de percepcidén diferences, de médo

que puede prescindirse de los circuitos de nmuestreo y re-

teneidn. Adicionalmente, ha de observarse que las zonas dd

aislaniento de canal pueden también realizarse por proce-

dimientos diferentes a los indicados, por ejemplo utili-

zando implantacidn idnica o mediante la utilizecidn de vad .

risciones de 6xido. Adicionalmente, pueden utilizarse tan- -

to electrodog policrisfalinos como de aluminio péra los
electrodos de control.

Losvdispositivos de transferencia de cargs ex-
puestos en los ejemplos son del tipo descrito en la soli-
citud de patente Holandesa 7.114.770. Serd evidente que
las medidas de acuerdo con el invento pueden también ser
éplicadas g otros dispositivos de transferencia de cupga,
por ejemplo como los descritos en la solicitud de Palente
Holandesa 6.805.705 y, por ejemplo, en "Blectronics", 21
de junio de 1971, en las pdginas 50 a 59.

Bl dispogitivo de transicrencila dé cargn puede
sor ubilizado tanbidn como convertidor de analdgico g di-
gital por multiplicacidén, Adicionalmente, si se precilsa
una divisidn muy exacta, el electrodo de control Situédd
sobre la zona del comienzo de la regidn de aislamiento de’
canal puede ser dimensionado gn forma diferente (puede ser
por ejemplo, ensanchado). Ademés; 1a sefial analégica puede
ser también codificada de un modo diferente por’medio del
dispositivo de transferencia de carga, por ejemplo utili~-
zando el cédigo de Gray. Para este fin, pueden disponerse
ciréuitos inversores después de los comparadores, cstando

conectads la entrada de control de tal circuito inversor a

v

-
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tivor o desactivar al circulto inversor.

Hojn ndm., 31

| la salida del circuito de bdscula precedentbe, que puede ag
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REIVINDIC ACTIONES

Los puntos de invencidén propia y nueva que sge
presentan pafa que'sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencién en Espafia, por VEINIE affos, son los qqu
se¢ recogen en las rei#indicaciones siguientes: |

18,~ Un dispositivo de transferencia de cargas
que comprende una capa semiconductora de un primer tipo dd
conductividad, medios para permitir la introduccidn local
en la capa semiconductora de informacidn en la forma de
paquetes de carga, medios de lectura para perulitir que seg
lefda la informacidén en otra posicidn en la capa, y elec-
trod&é de control al menos sobre una de las caras de la
capa para permifir que sean generados capacitivamente,pgm-
pos eléetricos en la capa semiconductora con la ayuda;éé
gefiples de gineroniomo de fases miltiples, por'medio.dé'
cuyos campos log paguctes de curyn pucdon ser beansfoerido:
hasta los modios do lectura o lo lwrgo de un cunal en lu
capa-en una direccidn paralela a la misma, caracterizado
porque al menos uno de los electrodos deé control o uha

parte del mismo estd conectada a medios de conmmutacidén pa-

ra permitir la aplicacidén de una tensidn que en un instan-

i

te es igual a una Tase de la sefial de sincronisﬁo que, Jjun
to con las tensiones de sincronismo'aplicadas a los elecw
trodos de control adyacentes, asegura la transferencia do
un pagquete dg carga en el canal al menos bajo un electrodo

de control, y en otro instante es igual a una tensidén de

bloqueo que impide la transfercncia de wn paqgete de cargqy
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_ cn el canal al menos hajo un electrodo de control,

{0 conectado a un conductor de sefial de sincronismo al

para dividir el cangl de transferencia en tantas seccione

b
-~ Hlojn nvim, 3.) »

~ 28.~ Un dispositivo de acuerdo con la relvindi-
cacidn 18, caracterizado porque éichos medios de conmuta-
cién estdn constituides por un conmutador inversor que
tiene un contacto principal conectado al mencionado elecw-
trodo de contrdl, un contacto conoctado a un terminal pa-
ra la aplicacidn de una tensidn de blogueo y otro contac-,

hd K

cual estaria conecctado el mencionado electrodo de confrsl

-
-
A

en ausencis del conmutador. : ' el
38,- Un digpogitivo de acuerdo con la reivin~
dicacién 12 ¢ 1a reivindicacién 28, caracterizado porgue
al menos un electrodo de control estd dividido en dos o
més-partes en una aireccién perpendicular a la direccién
de la transferencia de carga..
&,- Un dispositive de acuerdo con ls reivin-

dicecidn 32, cavacterizado porque estén dispuestos medios

de canal como partes existen en las cueles 6std dividido
‘el (21 menos wn) electrodo de control, funcionando cada
una de las partes del electrodo de control como electrodo
de control para la seccidn de canal situada bajo el mis-
mo . ‘ 73
58,~ Un dispositivo de acuerdo-con la reivindi-
cacidn 42, caracterizado porque los mencionadog'médios Pa
ra dividir el canal de transferencia comprenden zonas de
difusién de aislemiento, cada una de las cuasles estd si-
tuads por debajo de la zona édmprendiﬁa entre dog partes
adyacentes del electirodo de contrel dividido, cada una

de dichas partes recubre percialmente la regién de difu-

wa
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.las reivindicaciones precedentes, curacterizado porque es-

directamente a un comparador para comparsr la magnitud de

zona de difusién de aislamiento para dividir los paquetes

" de carga de referencia, cuya segunda zona de difusién de

Hojfn nim. 34

sidn de aislamiento pertinente, y las regiones de difu-
gién de aislamiento se extienden sustancialuente en la ail
reccién de la trensferencia de carga.

68,~ Un digpogitivo de acucrdo con cualquiera 44

t4 dispuesto al menos un elemento de percepcién frente al
electrodo de blogueo y estd asociado con el mismo canal
que dicho electrodo de bloqueo, cuyo elemento de percep-

cidn egtd conectado a un detector conectzdo directa o in-

la sefial que aparece en la salida del detector con una se-
fial de referencia, siendo agplicada la sefial de salida del
comparador & una entrada de control de dichos medios'dp
conmﬁtacidn a travds (o no) de elementos de retardo.,

- T%.~ Un dispositivo de gcuerdo con la reivindi-
cacidn 62, caracterizado porque en la entrada del disposi~
tivo de transferencia de carga estdn dispuestas dos zouos
de difusién de entrada aisladas por una regidn de difusidn
de alslamiento, aplicéndose una gefial de referencia a una
de lag zonas de difusidn de ontradn y aplicdndose la scfiall
a tratar a la otra zona de difusidn de entrada, de modo
gue én el dispositivo de transferencia de cargs se forman
paquetes de carga de referencia y paguetes de carga de se-
flal, y porque en el canal en el cual son transferidos los

paquetes de carga de referencia estd dispuesta una segundal

aiaslamiento se extiende al menos hasta el elcctrodo de L1lo

gqueo, sirviendo el mismo elemento de percepcidn para detec

tar snceslivamente la sefial de referencia y la sefigl a tra-

w
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cién 74, caracterizado porque unc de los paguetes de cargs

~ conectadas cada una a una salida del’dispositivo de trans-

eritas a mdquina por una sola cara.

Hojn nharn 35

tar.

82,- Un dispositivo de acuerdo con la reivindics

de referencie dividide por la segunda_éonane difusidn de
aiglomiento es dividido nuevemente con la ayuda de una zo-
na de difusidn de aislamiento adicidﬁal,querse extiende o
través de un segundo elemento de perdepcién y hasgts un’se;

gundo electrodo de blogueo, - ) S

L2
°

98,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindi-

. - = 0,

cecibn 82, caracterizado porque las entradas de control de
los medios de conmutscidn asocigdos con el primer electro-

do de bloqueo y con el segundo electrodo de blogueo ggﬁén'

ferencia de carga a través de un circuito de retérdo,
. 108,- Un dispositivo de transferencia de cargas.
Tal y como se ha descrito en la Nemoris que. an-
tecede, representédo en los d;bujos‘que se acompaﬁan;x-écn
los fines que se han especifiéado. Y e

Esta Memoris consta de treinta y cinco hojas es-

Wadrid, 22.M1978
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